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論文内容の要旨
近年電子計算機および電子交換機等のデータ処理装置の大型化かつ高速化にともない、その重要な
構成要素である記憶装置の大容量化および高速化等に対する要請は大なるものがある。現在主記憶の
主流はブェライト記憶であり、これに対する高速化および低電力化等記憶特性の改良に関する研究が
半青力的に行なわれている。
本研究はフェライト記憶に関する研究の一環としてい-Ni系複合フェライトの磁化反転について調
べたものである。磁化反転機構を解明することにより、実用に供するための適切な組成範囲および製
造条件の確立に寄与するものである。
角形ヒステリシスを有する Li-Ni フェライトのパルス磁場による磁化反転特性を調べた結果、低磁
場領域において 1n1nl(Ir-I)/Irf と 1n t との聞に線型関係が成立することを認めた。ただし、 I は磁化の値、
Ir は磁化の飽和値、 tは時間である。この性質を説明するために磁化反転にむける逆磁区の核生成およ
びその生長過程について考察した。磁化反転の過程は逆磁区の生成過程およびその生長過程よりなっ
てむり、さらに生長過程には逆磁区の一斉生長と遅れを伴なう生長の 2 つの場合が存在すると考えた。
反転磁場の小さな領域でしかも磁化反転の初期においては、逆磁区の一斉生長による磁化反転が支配
的である。一方反転磁場が充分大きな場合あるいは、磁化反転において充分時間の経過したあとにお
いては、遅れを伴なう逆磁区の生長による磁化反転が支配的となることが判明した。一斉生長をもた
らす逆磁区の密度は約 3 xI0 8 個/cmであることが分った。これは 1 粒子あるいは 2 粒子に 1 つの逆磁
区が存在することを意味する。
比較的高磁場領域において、フェライトの磁化反転におよぼす外部直流磁場の影響について調べた。
外部直流磁場を与えることによって、磁化反転速度は増加し、均一回転モードに対応する横方向出力
が観測された。このことは外部直流磁場を与えることにより、混合モードが発生する、つまり磁壁移動
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モードあるいは不均一回転モードに均一回転モードが重畳することが考えられる。この均一回転モー
ドの占める割合は全磁化反転量のせいぜい 2~3%である。
磁化反転の運動方程式として Gi1bertの式を用い、外部直流磁場を加えたときの出力波形を計算し、
実験結果と比較することにより定性的一致を得た。
論文の審査結果の要旨
本研究は、電子計算機の記憶素子となるフェライトの磁化反転過程を詳細に観測し、その機構を推
論、明らかにしたものである。記憶素子として最良とされる Li-Ni フェライトの仮焼、粉砕、焼成な
ど処理した小形トロイダル試料を用いた。これは角型のヒステリシスを示す。反転を誘起する drive­
fie1d Hd の大きさによって反転磁化の立ち上り時間 (switching time) がちがうが、 Hd が比較的小さ
いとき(三 10 Oe) 、 1n 1n[lr/(Ir-1)] と 1n t の聞に直線関係がみられた(Ir は飽和磁化である)。これ
は存在する反転の芽から反転磁区が一斉に生長し、また熱運動によってたえず作られる芽からの生長
がこれに伴うためであるとして解析される。またトーラス面に垂直に静磁場をかけておくと switching
time が減少するが、これは磁化の一様回転が上記機構に加わるためで、特に Hd が大きいときその寄
与が大きい (2~3%)。著者は Gi1bert 方程式を解き、磁化構成分を観測することによって、この結
論をえた。
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